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【研究背景】酸化亜鉛（ZnO）薄膜はワイドギャップ半導体であるため，透明導電膜として電
子機器ディスプレイ等への応用が期待されている．ZnOのバルク単結晶は水熱合成以外にも，
炭酸水酸化物塩の Zn5(CO3)2(OH)6（ZCH）を NaClフラックスとともに加熱することで作製可
能である[1]．そこで本研究では，C面サファイア基板上に ZCHアモルファス薄膜を作製し，
NaClフラックスと共に加熱することで，ZnO薄膜の作製を試みた。 
【実験結果】パルスレーザー堆積法を用いて，C面 α-Al2O3単結晶基板上に室温で ZCHアモルフ
ァス薄膜を作製した。その後，作製した ZCH薄膜と NaClフラックスをるつぼに入れ，電気マッ
フル炉を用いて 1000°Cで 2 h加熱した．一般に，ZnO薄膜は C面サファイア基板上では c軸に
垂直な C面が優先配向して成長することが知られている．一方，本手法では Fig.1の面外 XRD
パターンが示すように，ZnOのM面に当たる 101

-

0と 202
-

0のピークを確認した．つまり，C面サ
ファイア基板上に，ZnOが c軸に平行な M面で結晶成長したことを示している．また，面内 Phi
スキャンから，M面の ZnOは C面サファイア基板上に約 19°回転した位置にダブルドメインで結
晶成長していることを確認した．以上から，NaClフラックスを介して ZCH薄膜から ZnO薄膜を
結晶成長させることで，従来とは異なる ZnO薄膜の配向制御が可能となることを見出した．当日
は， ZCH薄膜と NaClフラックスを介した ZnOの詳細な結晶成長様式について議論する． 
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Fig.1 Out-of-plane XRD pattern for the ZnO thin 

film. Inset shows M-plane of ZnO. 

 
Fig.2 Phi scan of the ZnO 10−13 peak and the Al2O3 

10−14 peak for the ZnO thin film via ZCH with 
NaCl flux. 
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